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(54)【発明の名称】 反射型液晶表示パネルおよび画素修復方法

(57)【要約】
【課題】欠陥画素を修復するために照射されるレーザビ
ームの照射方向の制約を緩和する。
【解決手段】反射型液晶表示パネルは光透過性のアレイ
基板ＡＲおよび対向基板ＣＴと、これら基板ＡＲ，ＣＴ
間に液晶組成物のセルとして挟持され、液晶分子配列が
基板ＡＲ，ＣＴから各々制御される複数の画素に区分さ
れる液晶層ＬＱとを備え、アレイ基板ＡＲは対向基板Ｃ
Ｔおよび液晶層ＬＱを介して入射する光源光を反射する
複数の反射画素電極１およびこれら反射画素電極１より
も下層に配置される配線部材を含む。特に、これら反射
画素電極１は各画素の表示状態を確認できるように光源
光の一部を透過光として透過しアレイ基板ＡＲから出射
させる開口部１Ｃを含む。



(2) 特開２００２－２５８２７５

10

20

30

40

50

1
【特許請求の範囲】
【請求項１】  光透過性の第１および第２電極基板と、
前記第１および第２電極基板間に液晶組成物のセルとし
て挟持され、液晶分子配列が前記第１および第２電極基
板から各々制御される複数の画素に区分される液晶層と
を備え、前記第１電極基板は前記第２電極基板および前
記液晶層を介して入射する光源光を反射する反射板およ
び前記反射板よりも下層に配置される配線部材を含み、
前記反射板は各画素の表示状態を確認できるように前記
光源光の一部を透過光として透過し前記第１電極基板か
ら出射させる光透過部を含むことを特徴とする反射型液
晶表示パネル。
【請求項２】  前記第１電極基板は前記複数の画素に対
応して形成され前記反射板を構成する複数の反射画素電
極を含むことを特徴とする請求項１に記載の反射型液晶
表示パネル。
【請求項３】  前記光透過部は各反射画素電極に形成さ
れる少なくとも１個の開口部を含むことを特徴とする請
求項２に記載の反射型液晶表示パネル。
【請求項４】  前記光透過部は各反射画素電極に形成さ
れる薄膜部を含むことを特徴とする請求項２に記載の反
射型液晶表示パネル。
【請求項５】  光透過性の第１および第２電極基板と、
前記第１および第２電極基板間に液晶組成物のセルとし
て挟持され、液晶分子配列が前記第１および第２電極基
板から各々制御される複数の画素に区分される液晶層と
を備え、前記第１電極基板が前記第２電極基板および前
記液晶層を介して入射する光源光を反射する反射板およ
び前記反射板よりも下層に配置される配線部材を含む反
射型液晶表示パネルの欠陥画素を修復する画素修復方法
であって、各画素の表示状態を確認できるように光源光
の一部を透過光として透過して前記第１電極基板から出
射させる光透過部を反射板に形成し、この透過光の出射
側で各画素の表示状態を確認した結果として欠陥画素を
特定し、この欠陥画素に対応して透過光の出射側からエ
ネルギービームを照射する画素修復方法。
【請求項６】  前記エネルギービームはレーザビームで
あることを特徴とする請求項５に記載の画素修復方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、周囲から入射する
光を光源光として画像を表示する反射型液晶表示パネル
およびこの液晶表示パネルの欠陥画素を修復する画素修
復方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年では、液晶表示（ＬＣＤ）パネルが
複数の画素を微細かつ高密度で配置することにより高精
細化されこれら画素の数を増大して大型化される傾向に
ある。こうしたＬＣＤパネルを高い歩留まりで生産する
ため、一般に製造プロセスを高レベルに清浄化して配線
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不良による画素欠陥の発生を防止する努力がなされてい
る。しかし、画素欠陥の発生を全製品において完全に無
くすことは現実として困難であり、欠陥画素を含む製品
も生産されてしまう。特に高付加価値タイプのＬＣＤパ
ネルでは、このような欠陥画素に対処することも重要と
なる。
【０００３】例えば特公昭６２－０２２４５５号、特公
昭６３－１３６０７６号、特公昭０５－０２０７５７号
はレーザビームを用いて欠陥画素を修復するレーザリペ
ア技術を開示する。このレーザリペア技術は例えば図６
に示す透過型ＬＣＤパネルの表側で表示面の表示状態を
目視または撮影することにより欠陥画素を特定し、この
欠陥画素の配線部材にＬＣＤパネルの表側からレーザビ
ームを照射することにより短絡部位等を切断して欠陥画
素を修復する。
【０００４】ところで、このレーザリペア技術は例えば
特開平２－２３６５２３号、特開平４－２４３２２６
号、特開平１１－２９５７２０号で開示されるような反
射型ＬＣＤパネルに適用することが難しい。各画素電極
が画素領域の大部分または全てを覆う反射板となる場
合、配線部材は通常画素電極の下層に配置されるため、
ＬＣＤパネルの表側からレーザビームを照射した場合に
これが光源光と同様に画素電極で反射もしくは散乱され
てほとんど配線部材に到達しない。従って、図７に示す
反射型ＬＣＤパネルでは、画素電極を損傷せずに配線部
材を切断できるよう、この配線部材に導かれるレーザビ
ームをＬＣＤパネルの裏側から照射することになる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】実際の製造現場では、
単種のＬＣＤパネルを常に生産することは稀であり、サ
イズ、画素数、あるいは照明形態の異なる複数種のＬＣ
Ｄパネルを生産している。このため、共通のレーザリペ
ア装置を用いて様々なＬＣＤパネルの欠陥画素の配線を
修復することが製造コストを低減するために好ましい。
しかし、これを反射型ＬＣＤパネルにも適用する場合、
レーザリペア装置はＬＣＤパネルの表側で表示面の表示
状態から特定される欠陥画素を修復するためにＬＣＤパ
ネルの裏側から照射されるレーザビームのビームスポッ
トを欠陥画素の配線部材に導くことができる複雑な位置
合わせ機構を必要とする。また、この位置合わせ機構は
大型のＬＣＤにも対応できる大掛かりなものとなるた
め、レーザリペア装置を高価にする。
【０００６】本発明の目的は、上述のような課題に鑑
み、欠陥画素を修復するために照射されるレーザビーム
のようなエネルギービームの照射方向の制約を緩和でき
る液晶表示パネルおよび画素修復方法を提供することに
ある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明によれば、光透過
性の第１および第２電極基板と、第１および第２電極基
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板間に液晶組成物のセルとして挟持され、液晶分子配列
が第１および第２電極基板から各々制御される複数の画
素に区分される液晶層とを備え、第１電極基板が第２電
極基板および液晶層を介して入射する光源光を反射する
反射板およびこの反射板よりも下層に配置される配線部
材を含み、この反射板が各画素の表示状態を確認できる
ように光源光の一部を透過光として透過して第１電極基
板から出射させる光透過部を含む液晶表示パネルが提供
される。
【０００８】本発明によれば、光透過性の第１および第
２電極基板と、第１および第２電極基板間に液晶組成物
のセルとして挟持され、液晶分子配列が第１および第２
電極基板から各々制御される複数の画素に区分される液
晶層とを備え、第１電極基板が第２電極基板および液晶
層を介して入射する光源光を反射する反射板および液晶
層に対して反射板よりも下層に配置される配線部材を含
む液晶表示パネルの欠陥画素を修復する画素修復方法で
あって、各画素の表示状態を確認できるように光源光の
一部を透過光として透過して第１電極基板から出射させ
る光透過部を反射板に形成し、この透過光の出射側で各
画素の表示状態を確認した結果として特定される欠陥画
素に対応して透過光の出射側からエネルギービームを照
射する画素修復方法が提供される。
【０００９】この液晶表示パネルおよび画素修復方法で
は、反射板の光透過部が各画素の表示状態を確認できる
よう第２電極基板および液晶層を介して入射する光源光
の一部を透過光として透過して第１電極基板から出射さ
せる。この場合、透過光の出射側で表示状態を確認した
結果として欠陥画素を特定される欠陥画素に対応する配
線部材に透過光の出射側からエネルギービームを照射す
ることにより欠陥画素を修復できる。ここで、エネルギ
ービームの照射が欠陥画素の確認と同様に透過光の出射
側で行われるため、このエネルギービームの照射方向の
制約を緩和できる。具体的には、複雑な位置合わせ機構
がエネルギービームのビームスポットを欠陥画素に導く
ために必要とされない。従って、反射型液晶表示パネル
の欠陥画素は透過型ＬＣＤパネルと共通なリペア装置を
用いて修復可能である。
【００１０】
【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態に係る
反射型液晶表示パネルについて添付図面を参照して説明
する。
【００１１】図１はこの液晶表示（ＬＣＤ）パネルの部
分的な平面構造を示し、図２は図１に示す画素付近の断
面構造を示す。この液晶表示パネルは図２に示すように
アレイ基板ＡＲ、対向基板ＣＴ、これら基板ＡＲおよび
ＣＴ間に液晶組成物のセルとして挟持される液晶層ＬＱ
を備える。
【００１２】アレイ基板ＡＲは光透過性の絶縁基板Ｇ
１、マトリクス状に配置される複数の反射画素電極１、

4
これら反射画素電極１の行に沿って配置される複数の走
査線３、これら反射画素電極１の列に沿って配置される
複数の信号線４、各々対応走査線３および対応信号線４
の交差位置近傍に画素用スイッチング素子として配置さ
れる複数のコプラナ型薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）５、
および複数の反射画素電極１を覆う配向膜Ａ１を含む。
対向基板ＣＴは光透過性の絶縁基板Ｇ２、各々対応列の
反射画素電極１に対向して行方向に順番に並ぶ赤、緑、
および青のストライプ状で絶縁基板Ｇ２上に形成される
カラーフィルタ１０、複数の走査線３および信号線４に
対向する遮光層１２、これらカラーフィルタ１０および
遮光層１２を覆う透明対向電極１１、この透明対向電極
１１を覆う配向膜Ａ２を含む。また、1/4位相差板１３
が液晶層ＬＱとは反対側において透明絶縁基板Ｇ２に貼
り付けられ、直線偏光板１４がこの1/4位相差板１３に
貼り付けられる。この反射型液晶表示パネルでは、液晶
層ＬＱが複数の反射画素電極１にそれぞれ対応して複数
の画素領域ＰＸに区画され、各画素領域ＰＸが各々２本
の隣接走査線３と２本の隣接信号線４との間に配置され
る。各薄膜トランジスタ５は対応走査線３から供給され
る走査パルスに応答して導通し、対応信号線４の電位を
対応反射画素電極１に供給する。各反射画素電極１は対
応信号線４の電位を画素電位として液晶層ＬＱの対応画
素領域ＰＸに印加し、この画素電位と対向電極１の電位
との電位差に基づいて画素領域ＰＸの透過率を制御す
る。
【００１３】アレイ基板ＡＲにおいて、各薄膜トランジ
スタ５は例えば多結晶シリコンの半導体層５Ａと、この
半導体層５Ａの上方に絶縁して形成され対応走査線３に
接続されるゲート電極５Ｂと、ゲート電極５Ｂの両側に
おいて半導体層５Ａに配置されるソースおよびドレイン
にコンタクトすると共に対応反射画素電極１および対応
信号線４にそれぞれ接続されるソースおよびドレイン電
極５Ｃ，５Ｄとを有する。半導体層５Ａは絶縁基板Ｇ１
を覆うアンダーコート層として形成される絶縁膜６上に
形成され、絶縁膜６と一緒にゲート絶縁膜７により覆わ
れる。ゲート電極５Ｂはこのゲート絶縁膜７により半導
体層５Ａから絶縁され、このゲート絶縁膜７上で対応走
査線３と一体的に形成される。さらに複数行の反射画素
電極１にそれぞれ容量結合する複数の補助容量線ＣＳが
ゲート絶縁膜７上に形成される。ゲート電極５Ｂ、走査
線３、および補助容量線ＣＳはゲート絶縁膜７と一緒に
層間絶縁膜８により覆われる。ソースおよびドレイン電
極５Ｃ，５Ｄは層間絶縁膜８上に形成され、層間絶縁膜
８とゲート絶縁膜７に設けられたコンタクトホールを介
して半導体層５Ａのソースおよびドレインにそれぞれコ
ンタクトする。ドレイン電極５Ｄは層間絶縁膜８上で対
応信号線４と一体的に形成される。ソース電極５Ｃ、ド
レイン電極５Ｄ、および信号線４は層間絶縁膜８と一緒
に有機絶縁膜９により覆われる。反射画素電極１は有機
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絶縁膜９上に形成され、この有機絶縁膜９に設けられた
コンタクトホールを介してソース電極５Ｃにコンタクト
し、さらに配向膜Ａ１により覆われる。
【００１４】この液晶表示パネルでは、配向膜Ａ１，Ａ
２、絶縁膜６～９、カラーフィルタ１０、および対向電
極１１が絶縁基板Ｇ１，Ｇ２と同様に光透過性である。
複数の反射画素電極１は対向基板ＣＴおよび液晶層ＬＱ
を介して入射する光を高い反射率で散乱させる反射板と
しても機能し、有機絶縁膜９の上部表面を下地として形
成される金属層である。有機絶縁膜９は各々対応画素領
域ＰＸの範囲においてランダムに配置される複数の半球
状凸部９Ａおよびこれら凸部９Ａを囲むように配置され
る凹部９Ｂから構成される複数の凹凸パターンを有す
る。複数の反射画素電極１は例えば銀、アルミニウム、
あるいはこれらの合金のような金属材料を含み、有機絶
縁膜９の凹凸パターンに沿って所定の厚さで形成され
る。このため、各反射画素電極１は対応画素領域ＰＸの
範囲においてランダムに配置されるように半球状凸部９
Ａによって規定される複数の半球状凸部１Ａおよびこれ
ら凸部１Ａを囲んで配置されるように凹部９Ｂによって
規定される凹部１Ｂから構成される凹凸パターンを有す
る。さらに、各反射電極は欠陥画素を確認するために図
１に示すように配置される例えば１２個の開口部１Ｃを
有する。これら開口部１Ｃは対向基板ＣＴおよび液晶層
ＬＱを介して入射する光の一部を透過してアレイ基板Ａ
Ｒから出射させる。
【００１５】次に、上述した反射型液晶表示パネルの製
造工程を説明する。
【００１６】アレイ基板ＡＲの製造では、例えば幅４０
０ｍｍ、長さ５００ｍｍ、厚さ０．７ｍｍの無アルカリ
透明ガラス基板が絶縁基板Ｇ１として用いられる。反射
型液晶表示パネルが例えば（横８００個×３色）×縦６
００個の画素数で対角２１３．４ｍｍ（対角８．４イン
チ）サイズとなるＳＶＧＡ形式であれば、６パネル分の
アレイ基板ＡＲがこのガラス基板で同時に形成される。
【００１７】絶縁基板Ｇ１はまずアンダーコート層とな
る絶縁膜６で全体的に覆われる。続いて半導体層５Ａ
が、例えばアモルファスシリコンをＣＶＤ法などにより
絶縁膜６上に堆積し、炉アニールを行った後レーザ光を
照射することによりアモルファスシリコンを多結晶シリ
コン膜として結晶化し、さらにこの多結晶シリコン膜を
フォトエッチング法でパターニングすることにより形成
される。続いて、ゲート絶縁膜７がＳｉＯｘをＣＶＤ法
により半導体層５Ａおよび絶縁基板Ｇ１上に堆積するこ
とにより形成される。続いて、ゲート電極５Ｂ、走査線
３、補助容量線ＣＳ、およびその他の配線部材がＴａ，
Ｃｒ，Ａｌ，Ｍｏ，ＷおよびＣｕなどの単体又はその積
層膜あるいは合金膜をゲート絶縁膜７上に堆積し、これ
をフォトエッチング法で所定形状にパターニングするこ
とにより形成される。この後、例えばリンのような不純
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物がゲート電極５Ｂをマスクとして用いたイオン注入や
イオンドーピング法で半導体層５Ａに注入される。この
後、画素用薄膜トランジスタ５のドレイン電極５Ｄおよ
びソース電極５Ｃが形成される。
【００１８】続いて、層間絶縁膜８が例えばＰＥＣＶＤ
法を用いてＳｉＯ

２
をゲート電極５Ｂ、走査線３、補助

容量線ＣＳ、その他の配線、およびゲート絶縁膜７上に
堆積することにより形成される。層間絶縁膜８とゲート
絶縁膜７はフォトエッチング法で半導体層５Ｂのソース
およびドレインを露出させる複数のコンタクトホールを
形成するようにパターニングされる。
【００１９】続いて、Ｔａ，Ｃｒ，Ａｌ，Ｍｏ，Ｗ，Ｃ
ｕなどの単体又はその積層膜あるいは合金膜が層間絶縁
膜８上に堆積され、フォトエッチング法で所定の形状に
パターンニングされ、これによりソース電極５Ｃ、ドレ
イン電極５Ｄ、および信号線４を形成する。
【００２０】続いて、例えば感光性樹脂が有機絶縁膜９
としてこれら配線および層間絶縁膜８上に塗布され、こ
れがソース電極５Ｃの一部に対応する範囲を除いて遮光
するコンタクトホール用フォトマスクを用いて露光さ
れ、さらに各画素領域ＰＸの範囲においてランダムなピ
ッチで配置された複数の円形遮光部を持つ凹凸パターン
用フォトマスクを用いて露光される。ここで、凹凸パタ
ーン用の露光量はコンタクトホール用の露光量の約１０
％～５０％に設定される。
【００２１】続いて、有機絶縁膜９が上述の露光部分を
除去するために現像され、これにより各画素領域ＰＸの
範囲でソース電極５Ｃを露出するコンタクトホールおよ
び半導体層５Ａを露出するコンタクトホールと共に複数
の凸部９Ａおよび凹部９Ｂを有機絶縁膜９に形成する。
この段階では凸部９Ａおよび凹部９Ｂが鋭角状であるた
め、アレイ基板ＡＲの熱処理が行われ、これにより凸部
９Ａおよび凹部９Ｂの表面が角のとれた滑らかな状態に
なる。
【００２２】続いて、Ａｌ，Ｎｉ，ＣｒおよびＡｇ等の
金属膜がスパッタ法により有機絶縁膜９上に堆積され、
さらに複数の画素領域ＰＸに対応して分離され各々１２
個の開口部１Ｃを持つ複数の反射画素電極１を形成する
ようにフォトエッチング法でパターニングされる。各反
射画素電極１はソース電極５Ｃにコンタクトホールを介
して接続され、補助容量線ＣＳと容量結合する。フォト
マスクでは、各開口部１Ｃが１辺の長さを４μｍとした
正四角形に規定され、薄膜トランジスタ５および補助容
量線ＣＳに重ならないように配置される。
【００２３】続いて、例えば複数の柱状スペーサが反射
画素電極１の反射率が概ねピークとなるような液晶層Ｌ
Ｑの厚さとして約３．７μｍの間隙を確保するために所
定領域に形成され、配向膜Ａ１が低温キュア型のポリイ
ミドを印刷により反射画素電極１および有機絶縁膜９を
覆うように塗布しこれをラビング処理することにより形
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7
成される。
【００２４】他方、対向基板ＣＴの製造では、アレイ基
板ＡＲと同様に６パネル分の対向基板ＣＴを得るために
幅４００ｍｍ、長さ５００ｍｍ、厚さ０．７ｍｍの無ア
ルカリ透明ガラス基板が絶縁基板Ｇ２として用いられ
る。赤、緑、および青の顔料をそれぞれ樹脂に分散させ
たカラーフィルタ１０および黒の顔料を樹脂に分散させ
た遮光層１２がこの絶縁基板Ｇ２上に形成される。透明
な対向電極１１は例えば１ＴＯをスパッタ法でカラーフ
ィルタ１０および遮光層１２上に堆積することにより形
成される。続いて、配向膜Ａ２が低温キュア型のポリイ
ミドを印刷により対向電極１１を覆うように塗布しこれ
をラビング処理することにより形成される。
【００２５】アレイ基板ＡＲおよび対向基板ＣＴは配向
膜Ａ１およびＡ２を内側にして向かい合わせ、周縁シー
ル材で貼り合わされる。アレイ基板ＡＲおよび対向基板
ＣＴの絶縁基板Ｇ１およびＧ２が上述のように６パネル
分のサイズであるガラス基板から構成される場合には、
６個のパネル領域が一体的となっているため、この貼合
せ工程後に切り分けられる。液晶層ＬＱはアレイ基板Ａ
Ｒおよび対向基板ＣＴ間において周縁シール材で囲まれ
た液晶注入空間をセルとし、ネマチック液晶のような液
晶組成物をこのセルに注入し封止することにより得られ
る。この後、1/4位相差板１３がカラーフィルタ１０と
は反対側において絶縁基板Ｇ２に貼り付けられ、さらに
直線偏光板１４がこの1/4位相差板１３に貼り付けられ
る。こうして反射型液晶表示パネルが完成する。
【００２６】この反射型液晶表示パネルでは、各画素電
極１が対応画素の表示状態を確認するために用意される
ランプや白色蛍光灯などのリペア用光源ＲＬから対向基
板ＣＴおよび液晶層ＬＱを介して入射する光源光の一部
を透過光として透過してアレイ基板ＡＲから出射させる
光透過部として複数の開口部１Ｃを有する。各開口部１
Ｃは１辺の長さを４μｍに制限した正四角形である。ち
なみに、開口部１Ｃは液晶層ＬＱの対応領域に電界を印
加できないため、液晶分子配列はこの領域おいて開口部
１Ｃの周囲から印加される電界により制御される。開口
部１Ｃのサイズが大きすぎると、これにより印加電界が
開口部１Ｃに対応する液晶層ＬＱの領域でその周辺領域
よりも低下して液晶分子の配向状態を乱すことになる。
そこで、開口部１Ｃのサイズを様々に変化させ、アレイ
基板ＡＲおよび対向基板ＣＴ間の間隙に一致する約３．
７μｍという厚さの液晶層ＬＱ内の電界分布をその各サ
イズについて簡単にシミュレートしてみると、開口部１
Ｃのサイズが各辺の長さとして約９μｍを越えた場合に
著しい配向状態の乱れが生じることが判明する。このた
め本実施形態では、開口部１Ｃの各辺がこのシミュレー
ション結果から４μｍという長さに設定される。但し、
反射画素電極１を形成するパターニング工程でウエット
エッチングプロセスを用いると、開口部１Ｃの形状およ
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びサイズがエッチング時の変換差等のためにフォトマス
クどおりにならない。具体的には、開口部１Ｃが四隅に
丸みを持った正四角形となり、その一辺の長さが実測値
で４．５μｍであった。
【００２７】また、この反射型表示パネルの有効反射面
積は開口部１Ｃの総面積の増大により低下する。すなわ
ち、反射画素電極あたりの開口部１Ｃの数をあまり多く
することは製品性能の観点から好ましくない。本実施形
態では、各反射画素電極１が横７１μｍ×縦２１３μｍ
（＝１５１２３μｍ２）の面積を持ち、１２個の開口部
１Ｃの各々が横４．５μｍ×縦４．５μｍ（＝２０．２
５μｍ２）の面積を持つ。従って、これら開口部１Ｃの
総面積は各反射画素電極１に対する面積比率で１．６％
にあたる２４３μｍ２となる。この程度の値は、反射型
液晶表示パネルの性能をほとんど低下させないことから
無視することができる。
【００２８】次に、上述のようにして製造された反射型
液晶表示パネルの製品検査について説明する。この製品
検査では、表示動作試験が反射型液晶表示パネルを試験
用駆動装置で行われる。点灯装置が内部信号源から発生
される表示制御信号により液晶表示パネルを駆動する
と、液晶表示パネルは液晶表示パネルの表側となる周囲
から直線偏光板１４、1/4位相差板１３、対向基板Ｃ
Ｔ、および液晶層ＬＱという経路で入射する光を光源光
として反射画素電極１で反射し、さらに液晶層ＬＱ、対
向基板ＣＴ、1/4位相差板１３、および直線偏光板１４
という経路で出射させ、直線偏光板１４を表示面として
画像を表示する。試験担当者は液晶表示パネルの表側か
らこの表示面の状態を目視により確認する。これにより
表示制御信号の変化に応答しないような欠陥画素が見つ
かった場合には、反射型液晶表示パネルがこの欠陥画素
を修復するためにレーザリペア装置に移動される。
【００２９】レーザリペア装置は1/4位相差板１５およ
び直線偏光板１６の積層ユニット、この積層ユニットの
下方に配置される例えば白色蛍光灯のリペア用光源Ｒ
Ｌ、および試験用駆動装置と同様に表示制御信号を発生
する信号源を備える。欠陥画素を持つ反射型液晶表示装
置は、図３に示すように対向基板ＣＴをリペア用光源Ｒ
Ｌ側に配置する一方でアレイ基板ＡＲを積層ユニット側
に配置する向きで積層ユニットおよびリペア用光源ＲＬ
の間に固定される。リペア用光源ＲＬは液晶表示パネル
の表側となる表示面全体に白色光を照射し、信号源はこ
の状態で発生される表示制御信号により液晶表示パネル
を駆動する。これにより、反射型液晶表示パネルはリペ
ア用光源ＲＬからの入射光を光源光とすることを除いて
表示動作試験と同様に表示面、すなわち直線偏光板１４
に画像を表示する。光源光はさらに複数の開口部１Ｃを
透過光として透過することにより反射画素電極１の裏側
に漏れアレイ基板ＡＲ側から出射する。これにより、画
像がリペア用表示面となる直線偏光板１６にも表示され
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9
る。レーザリペア装置はこの透過光の出射側からリペア
用表示面の表示状態を修復担当者の目視またはラインセ
ンサ等により確認した結果として例えば半導体層５Ａと
補助容量線ＣＳがショートしている欠陥画素を特定し、
ショート部分の半導体層５Ａに透過光の出射側からＹＡ
Ｇレーザビームを照射してショート部分の半導体層５Ａ
を高抵抗化することにより欠陥画素を修復する。
【００３０】尚、一般的な反射型液晶表示パネルでは、
対向基板ＣＴ側から入射する光源光が反射画素電極１、
走査線３、信号線４等によってほとんど遮られる。ここ
で、光源光の一部が各画素領域ＰＸでアレイ基板側に透
過光として漏れたとしても、この透過光は反射型液晶表
示パネルの裏側に正常な画像を表示できる位相状態では
ない。しかし、本実施形態では、反射型液晶表示パネル
の裏側に配置される積層ユニットの1/4位相差板１５に
より透過光の位相状態を適正化し、直線偏光板１６によ
りこの透過光をその偏光状態に応じて選択的に出射させ
ることができるため、直線偏光板１６をリペア用表示面
として画像表示が可能となる。すなわち、リペア用表示
面の表示状態を確認することにより欠陥画素を特定でき
る。
【００３１】図４は反射画素電極での光反射による反射
型液晶表示パネルの表示動作を示す。これは反射型液晶
表示パネルをレーザリペア装置に設置したときに下向き
となる表示面に画像を表示する動作であり、各画素は電
圧が反射画素電極１および対向電極１１から液晶層ＬＱ
に印加されない状態で図４の（ａ）に示す明表示とな
り、電圧が反射画素電極１および対向電極１１から液晶
層ＬＱに印加された状態で図４の（ｂ）に示す暗表示と
なる。明表示の場合、リペア用光源ＲＬから入射した光
源光が直線偏光板１４および1/4位相差板１３を通過し
て円偏光で液晶層ＬＱに入射すると、電圧が液晶層ＬＱ
に印加されていないため、光源光がこの液晶層ＬＱから
直線偏光で出射し反射画素電極１で反射される。液晶層
ＬＱの厚さはちょうど1/4位相差板１３と同等の効果を
生じる厚さに設定されている。このため、反射光は1/4
位相差板１３で直線偏光板１４の偏光軸に平行な直線偏
光となる円偏光で液晶層ＬＱから出射するため、1/4位
相差板１３の通過後に直線偏光板１４を通過する。これ
に対し暗表示の場合、リペア用光源ＲＬから入射した光
源光が直線偏光板１４および1/4位相差板１３を通過し
て円偏光で液晶層ＬＱに入射すると、電圧が液晶層ＬＱ
に印加されているため、光源光の位相が液晶層ＬＱで変
化せずに反射画素電極１で反射される。この反射光は1/
4位相差板１３で直線偏光板１３の偏光軸に直交する直
線偏光となる円偏光で液晶層ＬＱから出射するため、1/
4位相差板１３の通過後に直線偏光板１３で遮られる。
尚、実際には、複数の画素領域ＰＸが液晶層ＬＱに含ま
れるため、ある画素領域ＰＸが明表示状態になり他の画
素領域ＰＸが暗表示状態になることがあり得る。また、
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暗表示の場合よりも低い電圧を印加すれば、図４の
（ａ）に示す状態と図４の（ｂ）に示す状態と中間調の
表示となる。
【００３２】図５は反射電極での光透過による反射型液
晶表示パネルの表示動作を示す。これは反射型液晶表示
パネルをレーザリペア装置に設置したときに上向きとな
るリペア用表示面に画像を表示する動作であり、各画素
は電圧が反射画素電極１および対向電極１１から液晶層
ＬＱに印加されない状態で図５の（ａ）に示す明表示と
なり、電圧が反射画素電極１および対向電極１１から液
晶層ＬＱに印加された状態で図５の（ｂ）に示す暗表示
となる。明表示の場合、リペア用光源ＲＬから入射した
光源光が直線偏光板１４および1/4位相差板１３を通過
して円偏光で液晶層ＬＱに入射すると、電圧が液晶層Ｌ
Ｑに印加されていないため、光源光がこの液晶層ＬＱか
ら直線偏光で出射し、反射画素電極１の開口部１Ｃを透
過光として透過する。この透過光は1/4位相差板１５で
円偏光となり、直線偏光板１６を通過する。これに対し
暗表示の場合、リペア用光源ＲＬから入射した光源光が
直線偏光板１４および1/4位相差板１３を通過して円偏
光で液晶層ＬＱに入射すると、電圧が液晶層ＬＱに印加
されているため、光源光の位相が液晶層ＬＱで変化せず
に反射画素電極１の開口部を透過光として透過する。こ
の反射光は1/4位相差板１５で直線偏光板１６の偏光軸
に直交する直線偏光となるため、直線偏光板１６で遮ら
れる。すなわち、図４の（ａ）および（ｂ）に示す表示
状態は同時に図５の（ａ）および（ｂ）に示す表示状態
に反映される。このため、欠陥画素を特定するために直
線偏光板１６であるリペア用表示面の表示状態を利用で
きる。
【００３３】リペア用光源ＲＬの白色蛍光灯の輝度を７
０００ｃｄ／ｍ２とした場合、液晶層ＬＱの透過光とし
て約６ｃｄ／ｍ２の輝度を得ることができた。この輝度
は低めであるが、欠陥画素を特定するには十分である。
レーザリペア装置はこのような条件において透過光の出
射側からリペア用表示面の表示状態を修復担当者の目視
またはラインセンサ等により確認した結果として欠陥画
素を特定し、この欠陥画素に透過光の出射側からＹＡＧ
レーザビームを照射することにより欠陥画素を修復す
る。この欠陥画素の修復では、ＹＡＧレーザビームが６
μｍ角のスポットとなるように集光され２倍波として欠
陥画素の配線部材に複数回照射される。このようにして
全欠陥画素の修復が完了すると、反射型液晶表示パネル
は例えばフレキシブルケーブルで駆動回路基板に接続し
さらに金属製の支持枠に固定するなどして最終製品とさ
れる。
【００３４】上述のように本実施形態の反射型液晶表示
パネルでは、反射画素電極１の開口部１Ｃが各画素の表
示状態を確認できるよう対向基板ＣＴおよび液晶層ＬＱ
を介して入射する光源光の一部を透過光として透過して
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アレイ基板ＡＲから出射させる。この場合、透過光の出
射側で表示状態を確認した結果として欠陥画素を特定さ
れる欠陥画素の配線部材に透過光の出射側からレーザビ
ームを照射することにより欠陥画素を修復できる。ここ
で、レーザビームの照射が欠陥画素の確認と同様に透過
光の出射側で行われるため、このレーザビームの照射方
向の制約を緩和できる。具体的には、複雑な位置合わせ
機構がレーザビームのビームスポットを欠陥画素の配線
部材に導くために必要とされない。従って、反射型液晶
表示パネルの欠陥画素は透過型ＬＣＤパネルと共通なレ
ーザリペア装置を用いて修復可能である。
【００３５】尚、本発明は上述の実施形態に限定されず
その要旨を逸脱しない範囲で様々に変更可能である。例
えばレーザ照射による欠陥画素の修復形式は欠陥原因に
応じて変更される。
【００３６】また、上述の実施形態では、複数の反射画
素電極１で反射板を構成したが、これらを対向電極１１
と同様にＩＴＯのような透明材料で形成してこれら画素
電極１から独立な反射板を形成するように変更してもよ
い。この場合、複数の開口部１Ｃが反射画素電極１の場
合と同様に反射板に設けられる。尚、反射板または各反
射画素電極１がリペア用光源からの光源光の一部を各画
素領域ＰＸでハーフミラーのように透過できる程度に薄
い薄膜部を有する場合には、この薄膜部を光透過部とす
ることで開口部１Ｃを省略できる。例えば厚さ５０ｎｍ
以下アルミニウムで反射板または各反射画素電極１全体
を形成すれば、上述の実施形態のようにして欠陥画素を
確認するために十分な透過光を得ることができる。
【００３７】また、複数の薄膜トランジスタが走査線駆
動回路または信号線駆動回路のような駆動回路として画
素用薄膜トランジスタと同様にアレイ基板ＡＲに一体的
に形成される場合には、欠陥画素の発生原因が駆動回路
内の配線にあることも考えられる。このような場合に
は、一般に行または列方向に並ぶ画素が全て表示不良と
なる線欠陥となるため、これを上述と同様に光透過部の
透過光の出射側からリペア用表示面の表示状態を修復担
当者の目視またはラインセンサ等により確認した結果と
して欠陥画素の並びを特定し、この線欠陥の原因となる
駆動回路内の配線部材に透過光の出射側からＹＡＧレー*

12
*ザビームを照射することにより欠陥画素の並びを修復す
るようにする。
【００３８】また、レーザビームは欠陥画素を修復する
ために十分なエネルギーを持つ例えば可視光あるいは紫
外光などのエネルギービームに置き換えてもよい。
【００３９】さらに、本発明は上述の実施形態で反射型
液晶表示パネルに適用されたが、例えば特願平２０００
－２７０４８０に記載されるような反射光および透過光
を併用して画像を表示する液晶表示パネルにも適用でき
る。
【００４０】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、欠陥画素
を修復するために照射されるレーザビームの照射方向の
制約を緩和できる液晶表示パネルおよび画素修復方法を
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る反射型液晶表示パネ
ルの部分的な平面構造を示す図である。
【図２】図１に示す反射型液晶表示パネルの画素付近の
断面構造を示す図である。
【図３】図１および図２に示す反射型液晶表示パネルで
発生した欠陥画素を修復する様子を示す図である。
【図４】図３に示すように設定された反射型液晶表示パ
ネルについて反射画素電極での光反射による表示動作を
示す図である。
【図５】図３に示すように設定された反射型液晶表示パ
ネルについて反射画素電極での光透過による表示動作を
示す図である。
【図６】従来の透過型液晶表示パネルで発生した欠陥画
素を修復する様子を示す図である。
【図７】従来の反射型液晶表示パネルで発生した欠陥画
素を修復する様子を示す図である。
【符号の説明】
ＡＲ…アレイ基板
ＣＴ…対向基板
ＬＱ…液晶層
１…反射画素電極
１Ｃ…開口部

【図６】 【図７】



(8) 特開２００２－２５８２７５

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】



(9) 特開２００２－２５８２７５

【図５】

  
─────────────────────────────────────────────────────
フロントページの続き
  
(72)発明者  山田  義孝
            埼玉県深谷市幡羅町一丁目９番地２号  株
            式会社東芝深谷工場内

Ｆターム(参考） 2H088 FA14 FA15 HA22 HA28 MA20
                2H091 FA14Y GA13 LA30 
                2H092 JA24 JB73 MA47 NA29 PA06
                      PA12 



专利名称(译) 反射式液晶显示面板和像素修复方法

公开(公告)号 JP2002258275A 公开(公告)日 2002-09-11

申请号 JP2001060418 申请日 2001-03-05

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社东芝

申请(专利权)人(译) 东芝公司

[标]发明人 鈴木光明
田中康晴
山田義孝

发明人 鈴木 光明
田中 康晴
山田 義孝

IPC分类号 G02F1/13 G02F1/1335 G02F1/1343

FI分类号 G02F1/1335.520 G02F1/13.101 G02F1/1343

F-TERM分类号 2H088/FA14 2H088/FA15 2H088/HA22 2H088/HA28 2H088/MA20 2H091/FA14Y 2H091/GA13 2H091
/LA30 2H092/JA24 2H092/JB73 2H092/MA47 2H092/NA29 2H092/PA06 2H092/PA12 2H091/FA16Y 
2H092/JB07 2H092/JB77 2H092/NA30 2H191/FA05Y 2H191/FA16Y 2H191/FA22X 2H191/FA30X 
2H191/FA32Y 2H191/FA34Y 2H191/FB02 2H191/FB14 2H191/FC10 2H191/FC33 2H191/FC42 2H191
/FD22 2H191/FD26 2H191/FD35 2H191/GA04 2H191/GA10 2H191/GA19 2H191/LA09 2H191/LA13 
2H191/LA40 2H191/NA43 2H191/NA45 2H191/NA48 2H191/PA44 2H191/PA62 2H291/FA05Y 2H291
/FA16Y 2H291/FA22X 2H291/FA30X 2H291/FA32Y 2H291/FA34Y 2H291/FB02 2H291/FB14 2H291
/FC10 2H291/FC33 2H291/FC42 2H291/FD22 2H291/FD26 2H291/FD35 2H291/GA04 2H291/GA10 
2H291/GA19 2H291/LA09 2H291/LA13 2H291/LA40 2H291/NA43 2H291/NA45 2H291/NA48 2H291
/PA44 2H291/PA62

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：放宽对照射用于修复缺陷像素的激光束照射方向的限
制。解决方案：反射型液晶显示面板包括透光阵列基板AR，相对基板
CT，液晶层LQ，其作为液晶元件的单元放置在这两个基板AR和CT之间
并且具有多个控制它们从基板的每个液晶分子的取向的像素划分。阵列
基板AR包含反射像素电极1，其反射来自光源的入射光通过相对基板CT
和液晶层LQ以及布置在这些反射像素电极1下方的布线构件。这些反射
像素电极1，特别是包括开口1C，用于从阵列基板AR传输来自光源的一
部分光，以确认每个像素的显示条件。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/648d7653-0969-401a-b559-ee3767a930eb
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/018919842/publication/JP2002258275A?q=JP2002258275A

